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【はじめに】 地殻中に豊富に存在する元素から構成される硫化スズ(SnS)は、104 cm-1 以上の光吸

収係数や 1.3 eV 程度のバンドギャップを有するため、次世代太陽電池の光吸収層材料として注目さ

れている[1]。しかし、現在の SnS 太陽電池の最高変換効率は 4.8 %と理論変換効率と比較して低い

[2]。SnS 薄膜の組成比は、キャリアの生成・捕獲のような太陽電池の性能に直結する半導体物性を

左右する。しかし、硫黄とスズの蒸気圧が大きく異なることや、異相である SnS2及び Sn2S3 が安定物

質であることなどから、準安定 SnS 薄膜の組成比制御は困難である。CuInSe2 では、硫黄と同じ VI
族元素であるセレンが水素との反応で昇華性のある H2Se を形成し、薄膜の組成を変化させることが

報告されており[3]、硫化物においても同様に組成制御が期待できる。本研究では Ar+H2 混合雰囲気

における RF スパッタ堆積を行うことで、SnS 薄膜の組成制御を試み、その薄膜特性を検討した。 
【実験方法】 RF スパッタ法を用いて、SnS 薄膜を SLG 上に堆積した。ターゲットは SnS(Sn：S = 2：
3)を用い、圧力を 1 Pa とした。ガスをターゲット周囲だけに供給可能な、ケニックス(株)製スパッタカソ

ード(VI3-3270)を用いて、Ar+H2 混合ガスのプラズマを生成した。また、水素分圧比を f(H2) = 
[H2/(Ar+H2)] = 0～1.2 %で変化させた。 
【実験結果及び考察】 図 1 に堆積した SnS 薄膜にお

ける f(H2)と Sn/S 組成比の依存性を示す。薄膜の組

成比が f(H2)の増加により Sn-poor から Sn-rich まで

変化することがわかった。これは H2と硫黄が反応して

昇華性のある H2S が形成され、硫黄が取り除かれた

ためと推測される。また、図 2 に堆積時の H2 の有無

による SnS 薄膜の XRD パターンの比較を示す。Ar
雰囲気では回折が確認されないのに対し、Ar+H2 混

合雰囲気では SnS に由来する回折が確認され、SnS
薄膜を結晶化させることが確認された。 
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図 1.f(H2)と SnS 薄膜の組成比の依存性 

 
図 2.H2の有無による SnS 薄膜の XRD パ

ターン 
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